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１．はじめに 

ダイヤモンドは物質中で最大の熱伝導率を持つ材料である。そのため、パワーデバイスや半導体レーザなどの

高出力の半導体デバイスのヒートシンクに適用して放熱を促進することにより、機器の小型・高出力化や放熱に

かかるコストの低減に貢献することが期待されている。 

本研究では、SiO2膜上にマイクロ波プラズマ CVD （MPCVD）法を用いて多結晶ダイヤモンドを合成する検討

を行った。SiO2 膜上にダイヤモンドを形成した場合、SiO2 を犠牲層として除去すれば容易にダイヤモンドの自立

基板を取り出すことができる。これにより多結晶ダイヤモンド基板を容易に得ることが可能となるが、SiO2 膜上

ではダイヤモンドの核発生が起こりにくいという課題がある [1]。そこで今回、表面にアモルファスシリコン(a-Si)

膜を堆積させることにより、SiO2膜上でのダイヤモンドの核発生促進を試みた。 

 

２．実験内容 

本研究では 1 cm 角の Si 基板上に熱酸化膜 SiO2膜を形成させた基板（SiO2/Si 基板）

を使用し、SiO2上に MPCVD 法により直接多結晶ダイヤモンドを合成した試料と、SiO2

上に核発生促進層として a-Si膜を形成した上で多結晶ダイヤモンドを合成した試料と

で多結晶ダイヤモンド膜形成の差異を比較した。a-Si は RF プラズマ CVD 法により膜

厚 40 nm 堆積させた。Fig.1 はそれぞれの試料の表面を光学顕微鏡により観察した像で

ある。SiO2上に多結晶ダイヤモンドを合成した試料では、核発生が殆ど行われず孤立

したダイヤモンド結晶が形成されているのみであったが、a-Si 膜上に多結晶ダイヤモ

ンドを合成した試料では、核発生が促進され、基板全体が多結晶ダイヤモンド膜によ

り被覆されていることを確認できた。 

これまでに、数 nm の表面凹凸を有する a-Si 膜を Si 基板表面に形成させることによ

って、ダイヤモンドの核発生が促進されることを確認していたが[2]、今回、ダイヤモ

ンドの核発生が生じにくい SiO2膜上においても、a-Si 膜による核発生の促進効果が得

られることがわかった。本結果は、本来核発生が生じにくい基板上に多結晶ダイヤモ

ンド膜を形成させる方法として a-Si 膜の利用が有効であることを示している。 
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Fig.1. Optical microscope image of  
polycrystalline diamond synthesized 
on (a) SiO2/Si substrate, (b) a-Si/ 
SiO2/Si substrate. 
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